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[はじめに] 

MOVPE 法により Si 基板上に成長した CdTe 厚膜層を用いた放射線画像検出器の開発を行っている。これまで

の検討で n+-Si 基板上に成長した CdTe 層を用いた検出器により、放射線の検出とそのエネルギー識別が可能で

あることを確認した。本検討では検出器の高性能化を目的として、p+-Si 基板上に成長した CdTe 層を用いた検出

器を製作し特性評価を行った。この検出器では放射線は Si 側から入射し、p-like CdTe 層で吸収される。その場

合、電子が検出信号に寄与するため、応答速度やエネルギー分解能の向上が期待できる。 

 

[実験方法] 

CdTe 層は p+-Si 基板上に p-like CdTe 層を 35μm 成長し、その上に n-CdTe 層を 5μm 成長した。電極として

p+-Si 基板側に Au、n-CdTe 層側に In を用いた。製作した検出器の構造を図 1 に示す。検出器は電流電圧特性及

び放射線検出特性の評価を行った。 

 

[実験結果] 

p+-Si 基板と p-like CdTe 層のヘテロ接合では両者の禁制帯幅の違いによりエネルギー障壁が形成され、ヘテロ

接合を通るキャリアの移動が妨げられる可能性がある。そこで p+-Si 基板と p-like CdTe 層の間の電流電圧特性を

評価したところ、障壁による整流特性などの電流電圧特性の変化は見られなかった。 

検出器の電流電圧特性を評価した結果、逆方向電圧 40V での電流密度は 1.44μA/cm2であり、良好な整流特性

が確認できた。また 241Am を放射線源に用い常温で検出器の放射線検出特性を評価した結果を図 2 に示す。この

図から 241Am の 59.5keV 及び 13.9~20.8keV 付近のγ線に対応したピークが確認でき、製作した検出器によって

エネルギー識別が可能なことがわかった。 

 

[まとめ]  

p+-Si 基板上の CdTe 層を用いた検出器を製作し、放射線の検出とエネルギー識別能力を確認した。 
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図 1  n-CdTe/p-like CdTe/p+-Si の構造       図 2 放射線検出特性 
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